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Indicare chiaramente 1a domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a) ....
Risolvere per primi i punti in grassetto. La durata della prova e’ 3 ore. Non sono ammessi libri o appunti o
altro materiale, eccetto la calcolatrice.

Esercizio 1
Si consideri il circuito riportato nella Fig. 1a. R Vid
a) Determinare il valore medio della tensione V,,, quando 3V
in ingresso e’ applicato un segnale sinusoidale di 500 | 600
ampiezza I Ve frequenza I kHz. ' R: ¢ R33Vom 06V | t (ps)
b) Dlse'gn'are' n u'n'dlagramma temporale, 'quotandone tutti 1 Vin K R=10kQ R,=2.5kQ) R;=2kQ
punti significativi, I’andamento della tensione V,,,(?) quando — C=3000F V.=-2V
in in > applicato il segnale di Fig. 1b odico). = Voo P
gresso €’ applicato il segnale di Fig. 1b (non periodico).
Si giustifichi la risposta. Fig. 1a Fig. 1b

Esercizio 2

Si consideri il circuito a MOSFET riportato nella Fig. 2, in cui v;, ¢’ un
generatore di tensione di piccolo segnale.

a) Dimensionare il valore della resistenza R; che garantisca una
corrente di polarizzzione di /mA nel transistore. Si determinino,
quindi, le tensioni a tutti i nodi e le correnti in tutti i rami. Rin

b) Determinare il guadagno di piccolo segnale v, .V, ad alta

frequenza (cioe’ considerando entrambe le capacita’ circuiti chiusi). vi

¢)  Determinare il guadagno di piccolo segnale v, ;/v;, a bassa frequenza L i Fig. 2
(010§ cons'lderando entr'ambe le' capacr@ c1r'cu1t1 ipertl), nelle ipotesi Vo1, Cor=50 1A pr. (WIL),=5 Vie0.8V
che il transistore presenti una resistenza di uscita ry = 100kQ.

d) Disegnare il diagramma di Bode (quotandone tutti i punti significativi) Rin=3ke2 R;=50042 Cr=700pF
del modulo del trasferimento di piccolo segnale vy, ;/v;,, assumendo per R4=5k2 o +6§1 =1 OkQV 6VC1 =30pF

il transistore ry = oo

Esercizio 3

Si consideri il circuito riportato nella Fig. 3. Si assuma che I’amplificatore operazionale saturi alle tensioni di
alimentazione.
i
I A

p

V=51
out V=-5V
R,=1kQ
R,=9kQ
Rin:50 Q
fox C=20 pF
|V,|=0.8V

V
9] T V| =11, Con(W/L) = 10mA/V’

Fig. 3

a) Determinare I’espressione della funzione di trasferimento ideale v,,/v;, e disegnarne il diagramma di Bode del
modulo, quotandone tutti i punti significativi.

b) Si consideri un segnale in uscita all’amplificatore operazionale che copra la massima dinamica. Determinare i
valori limite della tensione di comando che deve essere applicata all’elettrodo di gate del transistore MOS per
garantire una resistenza R, .5 idealmente infinita nella fase di Hold e una resistenza R, ,, non superiore a
10 Q nella fase di Sample.

c) Se il segnale di ingresso v;, ¢’ una tensione DC, determinarne il minimo valore distinguibile da zero, se ’ADC
e’ caratterizzato da un numero di bit n = 10 bits.

d) Se l’amplificatore operazionale e’ caratterizzato da un prodotto guadagno larghezza di banda pari a
GBWP = 200 MHz e da un guadagno ad anello aperto in continua pari a 49 = 75 dB, determinare il margine di fase
dello stadio amplificatore.

e) Determinare il minimo valore che deve possedere la capacita’ di Hold (Cy) per garantire un errore di droop minore di
Y5 LSB, se I’ADC e’ del tipo ad approssimazioni successive a 10 bits, e’ caratterizzato da una resistenza di ingresso
(Rupc) paria 5 MQ ed ¢’ pilotato da una frequenza di clock fox = 10 MHz.
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